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Infineon fur Zukunftspreis nominiert

Neues Modul fur die Chlptechnolog|e im Werk in Belecke entwickelt

Belecke/Miinchen - Die Infine-
on Technologies AG ist fiir die
Entwicklung eines neuartigen
Energiesparchips auf Basis des
innovativen Halbleitermateria-
Is Siliziumkarbid (SiC) fiir den
Deutschen Zukunftspreis
2024, den Preis des Bundespré-
sidenten fiir Technik und Inno-
vation, nominiert worden,
schreibt das Unternehmen in
einer Pressemitteilung. Einem
Entwickler-Team von Infineon
ist es gemeinsam mit der Tech-
nischen Universitit Chemnitz
gelungen, den weltweit ersten
Siliziumkarbid-MOSFET  mit
vertikalem Kanal (Trench-MOS-
FET) und innovativer Kupfer-
kontaktierung in der 3300V-
Spannungsklasse zu entwi-
ckeln. Beiden neuen SiC-Modu-
len und den darauf basieren-
den Stromrichtern handelt es
sich um einen revolutiondren
Innovationssprungin der Halb-
leitertechnologie von her-
kémmlichem Silizium hin zu
energieeffizienterem Silizium-
karbid, durch den sich Schalt-
verluste bei Hochstromanwen-
dungen um 90 Prozent reduzie-
ren. ,,Das Modul fiir die Chip-

Das Team (v. L. ) mit Prof Dr. Thomas Basler (TU Chemnitz), Dr.
Konrad Schraml und Dr. Caspar Leendertz (Infineon). INFINEON

technologie wurde in Warstein
entwickelt®, berichtet Unter-
nehmenssprecher Jorg Mal-
Zon-Jessen.

MOSFET sind elektrische
Halbleiterschalter fiir eine Viel-
zahl an Anwendungen. Trench-
MOSFETs unterscheiden sich
von so genannten planaren
MOSFETS in ihrer Zellstruktur
und Leistungsfihigkeit. Wih-
rend bei planaren MOSFETs der
Stromfluss zundchst horizon-
tal verlduft, bieten Trench-
MOSFETs rein vertikale Kandile.
Damit ergibt sich eine hohere
Zelldichte pro Fliache, was wie-

derum die Verluste im Chip bei
der Energiewandlung deutlich
senkt und damit die Effizienz
steigert.

»Die Energiewende und viele
weitere drangende Herausfor-
derungen unserer Zeit lassen
sich nur mit technologischem
Fortschritt 16sen®, sagt Jochen
Hanebeck, Vorstandsvorsitzen-
der der Infineon Technologies
AG. ,Es ist deshalb wichtig, In-
novationen zu férdern, zu ho-
norieren und in der Gesell-
schaft sichtbar zu machen. Der
Deutsche Zukunftspreis ist die
bedeutendste nationale Aus-

zeichnung, die mit diesem Ziel
verliehen wird. Die Nominie-
rungist fiiruns eine grof3e Ehre
und ein Beleg fiir die erfolgrei-
che Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit bei Infineon. Ich
gratuliere allen beteiligten Kol-
leginnen und Kollegen herz-
lich dazu!”

Die neuentwickelte Cool-
SiC™ XHP™2 Modulfamilie er-
moglicht erhebliche Energie-
einsparungen etwa bei der in-
dustriellen Stromerzeugung in
Solarparks oder Windkraftan-
lagen, bei der Stromiibertra-
gung, und vor allem im Endver-
brauch, wo hohe Leistungen
im Megawattbereich benoétigt
werden. Eine einzelne Loko-
motive kann mit einem Silizi-
umkarbid-Antriebsystem im
Vergleich zur bisherigen silizi-
umbasierten Losung etwa 300
MWh pro Jahr sparen, was un-
gefahr dem Jahresbedarf von
100 Einfamilienhdusern ent-
spricht.

Durch zahlreiche Weiterent-
wicklungen bei der Chippro-
zessierung und -design sowie
der Kontaktierungs- und Mo-
dultechnologie hat das Team

um Dr. Konrad Schraml, Dr.
Caspar Leendertz (beide Infine-
on)und Prof. Dr. Thomas Basler
(TU Chemnitz) das 3300V Cool-
SiC XHP2 Hochleistungsmodul
zur  Serienreife  gebracht.
Durch eine zehnmal hohere
Zuverldssigkeit gegentiber
thermomechanischer Belas-
tung und einer deutlich hohe-
ren Leistungsdichte im Ver-
gleich zu Siliziummodulen,
konnen mit dem neuen Silizi-
umkarbid-Modul auch groRe
Antriebe bei Dieselloks, Land-
und Baumaschinen, Flugzeu-
gen und Schiffen elektrifiziert
werden, die bisher fossilen
Brennstoffen vorbehalten wa-
ren. Hilfreich dabei sind die
deutlich hoheren Schaltfre-
quenzen, die das neue Modul
zuldsst, denn diese ermogli-
chen eine deutliche Gewichts-
und Volumenreduzierung bei
den Stromrichtern in der An-
wendung.

Am 27. November tibergibt
Bundesprasident Frank-Walter
Steinmeier in Berlin den Deut-
schen Zukunftspreis an den Ge-
winner. Nominiert sind isge-
samt drei Forschungsteams.



